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はじめに 

我々は，超高真空 (UHV) 高周波マグネトロ

ンスパッタリング法を用いて，ZnS層のエピタ

キシャル成長を行っている．これまでに，ノン

ドープおよび Ag ドープ ZnS 層について，

840 ℃以上の高温領域におけるエピタキシャ

ル成長を検討してきた[1]．一般的に，ZnSは不

純物ドープを行うことで，光学的特性の変化が

顕著に現れることが知られている． 

今回は，ZnS/Cuターゲットを用いて Cuドー

プ ZnS 層を成長し，ノンドープや Ag ドープ

ZnS 層の場合と比較検討を行ったので，その結

果について報告する． 

実験方法 

ZnS 層は，研究室にて作製したスパッタリン

グ装置を用いて成長した．成長室の到達圧力は

10-7 Pa以下である．ターゲットには，ZnS (4-N) 

と Cu (4-N) を用いて同時にスパッタリングを

行うことで Cu ドープ ZnS 層を成長した．ZnS

ターゲット表面の面積に対するCu表面の面積

比は，2.0 %とした．基板には α-Al2O3 (0001) を

用いた．反応ガスにはArガス (6-N) を用いて，

ガス流量を 5 sccm，ガス圧力を 2.0 Pa 一定と

した． 

成長した Cu ドープ ZnS 層は，X 線回折 

(XRD) 装置やショットキー電界放出形走査電

子顕微鏡 (FE-SEM)，フォトルミネッセンス 

(PL) 測定等を用いて評価を行った． 

実験結果 

Fig.1 に，基板温度を 880 ℃として成長を行

った ZnS層の表面 SEM像を示す．ノンドープ

や Agドープ ZnS 層では，コラム状やワイヤー

状の構造物が見られた．一方で，Cuドープ ZnS

層では，～1 µm 程度の粒子状のものが密集し

た表面形態をしていることが解った． 

 

Fig.1 Surface SEM images of ZnS layers grown at 

substrate temperature of 880 ℃ 

    [(a) non-doped，(b) Ag-doped，(c) Cu-doped] 
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